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特長

アプリケーション

概要

DDR終端向け±6Aモノリシック
同期整流式降圧レギュレータ 

LTC®3617は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用
した高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。
2.25V～5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.5 • VDDQINの安
定化出力電圧を供給し、最大6Aの負荷電流をソースおよび
シンクします。内部アンプが0.5 • VDDQINのVTTR出力電圧
を供給し、±10mAの出力電流が可能です。

4MHzまでの動作周波数を外部設定可能なので、小型の表
面実装インダクタを使用できます。スイッチング・ノイズに敏感
なアプリケーションでは、最大4MHzの外部クロックに同期さ
せることができます。

LTC3617は強制連続モード動作によってノイズとRF干渉を
低減します。外部補償を調整できるので、広範な負荷と出力コ
ンデンサに対して過渡応答を最適化することができます。

内部同期スイッチにより、効率が向上し、外付けキャッチ・ダ
イオードが不要なので、外付け部品数とボードスペースを最
小限に抑えます。LTC3617は熱特性が改善されたリードレス 

24ピン3mm×5mm QFNパッケージで供給されます。
L、LT、LTC、LTM、Linear Technology、LinearのロゴおよびBurst Modeはリニアテクノロ
ジー社の登録商標です。その他全ての商標の所有権は、それぞれの所有者に帰属します。
6580258、5481178、6498466、6611131をはじめとする米国特許によって保護されています。

n 出力電流：±6A
n 入力電圧範囲：2.25V～5.5V
n 出力電圧精度：±10mV
n 最小0.5Vの低出力電圧向けに最適化
n 高効率
n 内蔵バッファによるVTTR = VDDQIN • 0.5
n シャットダウン電流：<1µA
n 調整可能なスイッチング周波数：最大4MHz
n オプションの内部補償
n 内部ソフトスタート
n パワーグッド状態出力
n 入力過電圧保護
n 熱特性が改善された24ピン3mm×5mm  

QFNパッケージ

n DDRの終端
n DDR、DDR2、DDR3の各規格に対応
n トラッキング電源

標準的応用例 効率および電力損失
と負荷電流
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絶対最大定格

PVIN、SVIN電圧 ........................................................–0.3V～6V
SWの電圧 ..............................................–0.3V～（PVIN＋0.3V）
ITH、RT、SYNCの電圧 ...........................–0.3V～（SVIN＋0.3V）
VTTR、RUN、VFBの電圧 .........................–0.3V～（SVIN＋0.3V）
VDDQIN、PGOODの電圧 ..........................................–0.3V～6V
動作接合部温度範囲

（Note 2、8） ......................................................... –40ºC～125ºC
保存温度............................................................ –65ºC～150ºC

（Note 1）
TOP VIEW
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TJMAX = 125ºC、θJA = 43ºC/W 
露出パッド（ピン25）はPGND、PCBへの半田付けが必要

ピン配置

発注情報

鉛フリー仕様 テープアンドリール 製品マーキング* パッケージ 温度範囲
LTC3617EUDD#PBF LTC3617EUDD#TRPBF LFXC 24-ピン（3mm×5mm）プラスチックQFN –40ºC～125ºC

LTC3617IUDD#PBF LTC3617IUDD#TRPBF LFXC 24-ピン（3mm×5mm）プラスチックQFN –40ºC～125ºC

さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。*温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。 
非標準の鉛ベース仕様の製品マーキングの詳細については、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。
鉛フリー仕様の製品マーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/ をご覧ください。 
テープアンドリールの仕様の詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel/をご覧ください。

電気的特性 lは全動作接合部温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25ºCでの値。注記がない限り、PVIN = SVIN = 3.3V、
RT = SVIN。（Note 1、2、8）
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VIN Input Voltage Operating Range l 2.25 5.5 V

VUVLO Undervoltage Lockout Threshold SVIN Ramping Down 
SVIN Ramping Up

l 

l

1.7  
2.2

V  
V

VOVLO Overvoltage Lockout Threshold SVIN Ramping Up 
Hysteresis

6.5 
250

7 V 
mV

VTTR VTTR Output Voltage with Line and Load 
Regulation

VDDQIN = 1.5V, Load = ±10mA l 0.49 • VDDQIN 0.5 • VDDQIN 0.51 • VDDQIN V

VTTR Maximum Output Current ±10 mA

VFB Feedback Voltage Accuracy VDDQIN = 1.5V (Note 3) l VTTR – 10 VTTR VTTR + 10 mV

IFB Feedback Input Current VFB = 0.75V l ±30 nA

http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/
http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel/
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電気的特性 lは全動作接合部温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25ºCでの値。注記がない限り、PVIN = SVIN = 3.3V、
RT = SVIN。（Note 1、2、8）
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

∆VFB(LINEREG) Feedback Voltage Line Regulation SVIN = PVIN = 2.25V to 5.5V,  
VDDQIN = 1.5V (Notes 3, 4)

l 0.2 %/V

∆VFB(LOADREG) Feedback Voltage Load Regulation ITH from 0.5V to 0.9V (Notes 3, 4) 
VITH = SVIN (Note 5)

0.25 
0.25

% 
%

IQ Input DC Supply Current 
 Active Mode 
 Shutdown

 
VFB = 0.6V, VDDQIN = 1.5V (Note 6) 
SVIN = PVIN = 5.5V, VRUN = 0V

 
1100 
0.1

 
 
1

 
µA 
µA

RDS(ON) Top Switch On-Resistance PVIN = 3.3V 35  mΩ
Bottom Switch On-Resistance PVIN = 3.3V 25 mΩ

ILIM Top Switch Positive Peak Current Limit Sourcing (Note 7), VFB = 0.5V 8 10 14 A
Top Switch Negative Peak Current Limit Sinking (Note 7) –12 –8 –5 A

gm(EA) Error Amplifier Transconductance –5µA < IITH < 5µA (Note 4) 200 µS
IEAO Error Amplifier Maximum Output Current (Note 4) ±30 µA
tSS Internal Soft-Start Time VFB from 0.075V to 0.675V,  

VDDQIN = 1.5V
0.4 0.85 2 ms

fOSC Oscillator Frequency 
Internal Oscillator Frequency

RT = 370k 
VRT = SVIN

l 

l

0.8 
1.8

1 
2.25

1.2 
2.7

MHz 
MHz

fSYNC Synchronization Frequency Range 0.3 4 MHz
VSYNC SYNC Input Threshold High Voltage 

SYNC Input Threshold Low Voltage
1.2  

0.3
V 
V

ISW(LKG) Switch Leakage Current SVIN = PVIN = 5.5V, VRUN = 0V  0.1 1 µA
PGOOD Power Good Voltage Windows VDDQIN = 1.5V, Entering Window 

 VFB Ramping Up 
 VFB Ramping Down

 
–3.5 
3.5

 
–5 
5

 
% 
%

VDDQIN = 1.5V, Leaving Window 
 VFB Ramping Up 
 VFB Ramping Down

 
8 
–8

 
10 
–10

 
% 
%

tPGOOD Power Good Blanking Time Entering and Leaving Window 70 105 140 µs
RPGOOD Power Good Pull-Down On-Resistance 8 17 33 Ω

VRUN RUN voltage Input High 
Input Low

l 

l

1  
0.4

V 
V

Note 1： 絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可
能性がある。また、長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に
悪影響を与える可能性がある。
Note 2： LTC3617はTJがTAにほぼ等しいパルス負荷条件でテストされる。LTC3617Eは、0ºC～
85ºCの動作接合部温度範囲で性能仕様に適合することが保証されている。–40ºC～125ºCの
動作接合部温度範囲での仕様は、設計、特性評価および統計学的なプロセス・コントロール
との相関で確認されている。LTC3617Iは–40ºC～125ºCの動作接合部温度の全範囲で仕様
に適合することが保証されている。最大周囲温度は、基板レイアウト、パッケージの定格熱抵
抗および他の環境要因と関連した特定の動作条件によって決まることに注意。接合部温度 

（TJ（単位：ºC））は、周囲温度（TA（単位：ºC））および電力損失（PD（単位：W））から、次式に従っ
て計算される。
 TJ = TA＋（PD • θJA）、ここで、θJA （単位：ºC/W）はパッケージの熱インピーダンス。

Note 3： このパラメータは、VFBを誤差アンプの中点（VITH = 0.75V）にサーボ制御する帰還ルー
プでテストされている。
Note 4： ITHピンによる外部補償。
Note 5： ITHピンをSVINに接続すると、内部補償が有効になる。
Note 6： スイッチング周波数で供給される内部ゲート電荷により動作時消費電流が増加する。
Note 7： ソース・モードの平均出力電流はSWピンから流れ出す。シンク・モードの平均出力電
流はSWピンに流れ込む。
Note 8： このデバイスには短時間の過負荷状態の間デバイスを保護するための過温度保護機能
が備わっている。過温度保護機能がアクティブなとき接合部温度は125ºCを超える。規定された
最高動作接合部温度を超えた動作が継続すると、デバイスの信頼性を損なうおそれがある。
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標準的性能特性

効率と入力電圧 効率と周波数

ライン・レギュレーション 出力電圧と時間
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注記がない限り、TA = 25ºC、VIN = 3.3V、fO = 1MHz。

効率と負荷電流

負荷レギュレーション
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COMPENSATION FIGURE 1
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注記がない限り、TA = 25ºC、VIN = 3.3V、fO = 1MHz。

シンク電流 内部スタートアップ
トラッキングアップ / 
トラッキングダウン

スイッチのオン抵抗と入力電圧 スイッチのオン抵抗と温度

周波数とRT抵抗 周波数と温度
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標準的性能特性
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周波数と入力電圧
スイッチのリーク電流と 
温度（メイン・スイッチ）

スイッチのリーク電流と温度 
（同期スイッチ）動作時消費電流と温度
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標準的性能特性
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注記がない限り、TA = 25ºC、VIN = 3.3V、fO = 1MHz。
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ピン機能

RT（ピン1）： 発振器の周波数。このピンにより、次の2つの方
法で固定スイッチング周波数を設定できます。

1. RTからグランドに抵抗を接続すると、抵抗の値に基づいて
スイッチング周波数が設定されます。

2. RTピンをSVINに接続すると内部の2.25MHz発振器の周
波数が有効になります。

SGND（ピン2）： 信号グランド。全ての小信号用部品と補償用
部品はこのグランドに接続し、このグランド自体はPGNDに一
点接続します。

VTTR（ピン3）： 電圧バッファ出力。内部電圧バッファからの出
力です。電圧値はVDDQIN • 0.5に等しくなります。電流出力
能力は±10mAです。VTTRは出力電圧を設定する誤差アン
プのリファレンス電圧としても使用されます。VFBは、VTTRに
レギュレートされます。このピンの容量が0.1μFを超えないよ
うにしてください。

PVIN（ピン4、10、11、17）： 入力電源。PVINは内部のPチャネ
ル・パワーMOSFETのソースに接続されています。このピンは
SVINからは独立しており、同じ電圧またはより低い電圧の電
源に接続することができます。

SW（ピン5、6、7、8、13、14、15、16）： スイッチ・ノード。インダ
クタへの接続。これらのピンは内部のパワーMOSFETスイッ
チのドレインに接続されています。

NC（ピン9、12）： グランドに接続するか、オープンのままにす
ることができます。

SVIN（ピン18）： 信号用入力電源。このピンは内部制御回路
に電力を供給し、低電圧ロックアウト・コンパレータによってモ
ニタされます。

RUN（ピン19）： イネーブル入力。このピンをHighにすると
LTC3617がイネーブルされ、グランドにするとレギュレータが
シャットダウンされます。シャットダウン時には全機能がディス
エーブルされ、デバイスに流れる消費電流は1µA未満になり
ます。

SYNC（ピン20）： 外部同期入力。このピンにクロック信号を印
加すると、スイッチング周波数がこのクロック信号に同期しま
す。外部クロックを使用しない場合は、フローティングまたはグ
ランドに接続できます。

PGOOD（ピン21）： パワーグッド・ピン。このオープン・ドレイン
出力は、スタートアップ時およびFB電圧がパワーグッド電圧
ウィンドウから外れている場合、SGNDに引き下げられます。
FB電圧が増加し、パワーグッド・ウィンドウ内に100µsよりも
長い期間留まると、PGOODピンがリリースされます。FB電圧
がパワーグッド・ウィンドウから100µsよりも長い期間外れる
と、PGOODピンがLowに引き下げられます。

パワーグッド・ウィンドウはVDDQINピンの電圧に連動します。
シャットダウン状態では、PGOOD出力はアクティブにプルダ
ウンされるので、外部抵抗を介して出力コンデンサを放電す
るのに使用することができます。

VFB（ピン22）： 帰還電圧の入力。出力に接続された外部抵抗
分割器からの帰還電圧を検出します。

ITH（ピン23）： 誤差アンプ補償。電流コンパレータのスレッショ
ルドはこの制御電圧に応じて増加します。このピンをSVINに接
続すると内部補償が有効になります。

VDDQIN（ピン24）： 外部リファレンス入力。レギュレート電圧
であるVTTRとVFBは、内部抵抗分割器によって、この入力
に印加される電圧の1/2に等しい値に設定されます。

PGND（露出パッドのピン25）： 電源グランド。このピンは内部
Nチャネル・パワーMOSFETのソースに接続されています。こ
のピンは、CINとCOUTの（–）端子に近づけて接続してください。
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機能ブロック図
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VIN過電圧保護
内部パワーMOSFETデバイスを過渡電圧スパイクから保護
するために、LTC3617はVINピンの過電圧状態を連続して
モニタします。VINが6.5Vを超えると、レギュレータは両方の
MOSFETをオフして動作を一時停止します。過電圧状態が解
消されると、レギュレータはソフトスタート機能を実行します。

低電源動作
LTC3617は2.25Vの入力電源電圧まで動作するように設計さ
れています。低い入力電源電圧で考慮すべきことは、Pチャネ
ルとNチャネルのパワースイッチのRDS(ON)が増加することで
す。ユーザーは、低い入力電圧でLTC3617が100%デューティ・
サイクルで使用されるときの電力損失を計算して、サーマル・
リミットを超えないようにする必要があります。「標準的性能特
性」のグラフを参照してください。

短絡保護
電流コンパレータがトップ・パワースイッチをオフする場合の
ピーク・インダクタ電流は、ITHピンの電圧によって制御され
ます。

出力電流が増加すると、誤差アンプは平均インダクタ電流が
新しい負荷電流に釣り合うまで、ITHピンの電圧を上昇させ
ます。通常動作では、LTC3617は最大 ITHピン電圧を、標準
10Aのピーク・インダクタ電流に対応する約1.05Vにクランプ
します。

出力がグランドに短絡すると、インダクタ電流は1スイッチング・
サイクルの間非常にゆっくり減衰します。電流暴走が発生しな
いように、インダクタ電流には第2の電流リミットが設定されて
います。ボトムMOSFETを介して測定されるインダクタ電流が
標準12Aを超えて増加すると、トップ・パワーMOSFETがオフ
に保たれ、インダクタ電流がこのリミットを下回るまでスイッチ
ング・サイクルをスキップします。

動作
メイン制御ループ
LTC3617はモノリシック、固定周波数、電流モードの降圧DC/

DCコンバータです。通常動作時、内部のトップ・パワースイッ
チ（PチャネルMOSFET）が各クロック・サイクルの始点でオン
します。電流コンパレータがトリップしてトップ・パワースイッチ
をオフするまで、インダクタを流れる電流が増加します。電流
コンパレータがトリップする場合のピーク・インダクタ電流は、
ITHピンの電圧によって制御されます。誤差アンプは、VFBピ
ンに接続された抵抗分割器からの帰還信号を、VTTRピンの
リファレンス電圧と比較することによってITHピンの電圧を調
節します。VTTRは、VDDQINピンの1/2の電圧に等しいオペ
アンプ・バッファ出力です。負荷電流が増加すると、リファレン
スに比べて帰還電圧が低下します。誤差アンプは平均インダ
クタ電流が新しい負荷電流に釣り合うまでITH電圧を上昇さ
せます。ITHピンの標準電圧範囲は0.2V～1.05Vで、0.575V

がゼロ電流に対応します。

トップ・パワースイッチがオフすると、ボトム電流リミットに達す
るか、次のクロック・サイクルが開始されるまで同期ボトム・パ
ワースイッチ（NチャネルMOSFET）がオンします。ボトム電流
リミットは標準で-10Aに設定されます。

RTがSVINに接続されていると、動作周波数は既定で
2.25MHzになります。あるいは、RTピンとグランドの間に接続
された外部抵抗によっても、RTピンに印加するクロック信号
によっても、動作周波数を設定することができます。スイッチン
グ周波数は300kHz～4MHzに設定することができます。

過電圧コンパレータと低電圧コンパレータは、出力電圧が設定
ポイントから±8%（標準）を超えて変化すると、PGOOD出力を
Lowに引き下げます。

VTTR電圧バッファ出力
内部の高精度オペアンプ・バッファは、VDDQIN • 0.5に等し
いVTTRピン電圧を生成します。VTTRには最大10mAのソー
スおよびシンク能力があり、最大0.1μFのバイパス・コンデン
サで安定します。約20mAの短絡電流リミットが設定されて
おり、オペアンプの損傷を防いでいます。VTTRは、出力電圧
を制御する誤差アンプのリファレンス電圧としても使用されま
す。したがって、このピンに対する大きな過渡電圧は出力時の
動きに影響を与えます。
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アプリケーション情報
LTC3617の基本的な応用回路を図1に示します。

動作周波数
動作周波数の選択には、効率と部品サイズの間のトレードオ
フが必要です。動作周波数を高くすると、小さい値のインダク
タとコンデンサを使うことができます。

低い周波数で動作させると内部ゲートの充電による損失が減
り、効率が改善されるものの、出力電圧リップルを低く抑える
には、インダクタンスや容量の値を大きくする必要があります。

LTC3617の動作周波数は、RTピンとグランド間に接続した外
部抵抗によって決まります。この抵抗の値により、発振器内の
内部タイミング・コンデンサを充放電するのに使われるランプ
電流が設定されます。この抵抗の値は次式を使って計算する
ことができます。

 
 
RT =

3.82 •1011Hz
fOSC Hz( )

Ω – 16kΩ

最大4MHzの周波数も可能ですが、LTC3617の最小オン時
間により、動作デューティ・サイクルの最小値が制限されます。
最小オン時間は標準80nsであるため、最小デューティ・サイク
ルは80ns • fOSC(Hz) • 100%になります。

RUN
VDDQIN
RT

PGOODPGOOD

ITH

SGND

PGND

VIN
2.5V

VTTR

SVIN

LTC3617

SW

PVIN

CIN
22µF
×4

CC
680pF

L1
0.33µH

3617 F01

SYNC VFB

COUT
100µF

VOUT
1.25V
±6A

0.1µF

VTTR
1.25V
±10mA

RC
10k

RT
365k

RPG
100k

CC1
10pF
(OPT)

図1. 2.5V入力、1.25V/±6A出力、1MHz動作

RTピンをSVINに接続すると、内部動作周波数は既定の
2.25MHz±20%に設定されます。

周波数同期
SYNCピンに方形波クロック信号を印加することにより、
LTC3617の内部発振器を外部周波数に同期させることがで
きます。同期動作の間、トップ・スイッチのターンオンは外部周
波数ソースの立ち下がりエッジにロックします。同期周波数範
囲は300kHz～4MHzです。

RTピンの抵抗によって設定する周波数は、外部クロック周波
数と同じにしてください。これにより、クロック信号を印加また
は遮断した際に内部発振器が適正に調整されます。

LTC3617
SVIN

VIN

SYNC
SGND

LTC3617
SVIN

fOSC
2.25MHz

fOSC
1/TP

fOSC ∝1/RT

LTC3617
SVIN

VIN

SYNC
SGND

VIN

SYNC
SGND

TP

1.2V
0.3V

3617 F02

RT

RT

RT

0.4V

RT

RT

図2．スイッチング周波数の設定
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アプリケーション情報
インダクタの選択
与えられた入力電圧と出力電圧に対するリップル電流は、イ
ンダクタの値と動作周波数によって決まります。リップル電流
∆ILはVINが高いほど増加し、インダクタンスが高いほど減少
します。

 
 
ΔIL =

VOUT
fSW •L

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ • 1–

VOUT
VIN

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

リップル電流を小さくすると、インダクタのコア損失、出力コン
デンサのESR損失、出力電圧リップルが減少します。リップル
電流を選択するための妥当な出発点は∆IL = 0.3 • IOUT(MAX)

です。最大VINでリップル電流が最大になります。リップル電
流が規定された最大値を超えないよう、次式に従ってインダク
タンスを選択してください。

 L =
VOUT

fSW • ΔIL(MAX)

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ • 1–

VOUT
VIN(MAX)

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

インダクタのコアの選択
Lの値が求まったら、次にインダクタの種類を選択します。実
際のコア損失は、インダクタ値が同じならばコア・サイズは無
関係ですが、選択したインダクタンスに大きく依存します。イン
ダクタンスが大きいほどコア損失が減少します。インダクタン
スを大きくするにはワイヤの巻数を増やす必要があり、よって
銅損失が増加してしまいます。

フェライトを使ったタイプはコア損失がきわめて低いため高
いスイッチング周波数に適しており、設計目標を銅損失と飽
和防止に集中することができます。フェライト・コアの材質は
「ハードに」飽和します。つまり、設計ピーク電流を超えるとイ
ンダクタンスが急激に減少します。

このため、インダクタのリップル電流が急増して、最終的に出
力電圧リップルが増加します。フェライト・コアは、決して飽和
させないでください。

コアの材質と形状が異なると、インダクタのサイズ /電流の関
係および価格 /電流の関係が変化します。フェライトやパーマ
ロイを素材とするトロイド・コアやシールドされたポット型コア
は小型で、エネルギー放射は大きくありませんが、同等の特
性を有する鉄粉コアのインダクタより通常は高価です。使用す
るインダクタの種類の選択は、主として価格とサイズの要件や
放射フィールド/EMIの要件に依存します。表1に、LTC3617

のアプリケーションで適切に動作する標準的な表面実装イン
ダクタの例を示します。

入力コンデンサ（CIN）の選択
連続モードでは、トップPチャネルMOSFETのソース電流は、
デューティ・サイクルがVOUT/VINの方形波になります。大きな
入力過渡電圧を防止するには、VINには最大RMS電流に対応
できるサイズの低ESRコンデンサを使用する必要があります。

コンデンサの最大RMS電流は次式で与えられます。

 IRMS = IOUT(MAX) •
VOUT
VIN

•
VIN

VOUT
– 1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

この式は、VIN = 2 • VOUTのとき最大値をとります。ここで、
IRMSはIOUT/2です。大きく変化させてもそれほど状況が改善
されないため、設計では一般的にこの単純なワーストケース
条件が使用されます。コンデンサ・メーカーの規定するリップ
ル電流定格は多くの場合2000時間だけの寿命試験に基づい
ているので、コンデンサを更にディレーティングするか、必要と
されるよりも高い温度定格のコンデンサを選択することを推
奨します。設計でのサイズまたは高さの要件に適合させるた
め、複数のコンデンサを並列に接続することもできます。
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アプリケーション情報

表1．標準的な表面実装インダクタ
インダクタンス
（μH）

DCR 
（mΩ） 飽和電流（A） 寸法（mm）

高さ
（mm）

Vishay IHLP-2525CZ-01

0.10 1.5 60 6.5 × 6.9 3

0.15 1.9 52 6.5 × 6.9 3

0.20 2.4 41 6.5 × 6.9 3

0.22 2.5 40 6.5 × 6.9 3

0.33 3.5 30 6.5 × 6.9 3

0.47 4 26 6.5 × 6.9 3

Sumida CDMC6D28 Series

0.2 2.5 21.7 7.25 × 6.5 3

0.3 3.2 15.4 7.25 × 6.5 3

0.47 4.2 13.6 7.25 × 6.5 3

Cooper HCM0703 Series

0.22 2.8 40 6.8 × 7.1 3.0

0.47 4.2 26 6.8 × 7.1 3.0

0.68 5.5 25 6.8 × 7.1 3.0

Würth Electronik WE-HC744310 Series

0.24 1.8 40 7 × 6.9 3.0

0.52 3.7 20 7 × 6.9 3.0

Coilcraft SLC7530 Series

0.100 0.123 20 7.5 × 6.7 3

0.188 0.100 21 7.5 × 6.7 3

0.272 0.100 14 7.5 × 6.7 3

0.350 0.100 11 7.5 × 6.7 3

0.400 0.100 8 7.5 × 6.7 3

出力コンデンサ（COUT）の選択
COUTの選択は通常、電圧リップルおよび負荷ステップ過渡
を最小限に抑えるために必要なESRによって決まります（低
ESRセラミック・コンデンサについては次のセクションで説明
します）。一般に、ESRの要件が満たされれば、その容量はフィ
ルタリング機能にも十分です。出力リップルΔVOUTは次式で
求まります。

 ΔVOUT ≤ ΔIL • ESR+
1

8 • fSW •COUT

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

ここで、fOSCは動作周波数、COUTは出力容量、ΔILはインダク
タを流れるリップル電流です。ΔILは入力電圧に応じて増加す
るため、出力リップルは入力電圧が最大のとき最大になります。

表面実装のアプリケーションでは、アプリケーションに必要な
容量、ESRまたはRMS電流を扱うための要件を満たすべく、
複数のコンデンサの並列接続が必要になることがあります。ア
ルミ電解、特殊ポリマー、セラミック、および乾式タンタルの各
コンデンサは全て表面実装パッケージで入手できます。

タンタル・コンデンサでは最大の容量密度が得られますが、
ESRが大きくなりうるので、スイッチング電源で使用するには
サージテストが実行される必要があります。ESRが著しく大き
いアルミ電解コンデンサも、リップル電流定格および長期信
頼性に配慮すれば、コストがきわめて重視されるアプリケー
ションに適用できる場合が多いです。

入力と出力のセラミック・コンデンサ
セラミック・コンデンサは最もESRが小さく費用対効果が高い
ものの、電圧係数と温度係数も高く、容量密度は低く、可聴
圧電効果を呈します。更に、セラミック・コンデンサの高いQが
トレース・インダクタンスを伴って、大きなリンギングを引き起
こす場合があります。

ESRが非常に小さいため、スイッチング・レギュレータとしての
使用には適していますが、入出力の全てにセラミック・コンデ
ンサを使用する場合は細心の注意が必要です。

セラミック・コンデンサは温度の影響を受けやすいので、設計
者は動作温度の全範囲でループの安定性を確認する必要が
あります。大きな温度係数と電圧係数の影響を最小限に抑え
るため、X5RまたはX7Rのセラミック・コンデンサのみを使用
してください。

入力にセラミック・コンデンサを使用し、ACアダプタなどの長
いコードを通して給電すると、出力の負荷ステップによって
VINピンにリンギングが発生する場合があります。このリンギン
グは、よくても出力に結合してループの不安定性と誤認され、
最悪の場合には、デバイスに損傷を与えるほど大きくなるおそ
れがあります。
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アプリケーション情報
セラミック・コンデンサのESRは非常に小さいため、代わりに
入力コンデンサと出力コンデンサが電荷保存の要件を満たす
必要があります。負荷ステップ発生時には、帰還ループがス
イッチ電流を増加させて負荷を十分に支えられるようになる
まで、出力コンデンサが即座に電流を供給する必要がありま
す。帰還ループが応答するための所要時間は、補償部品と出
力コンデンサのサイズに依存します。負荷ステップに応答する
には通常、3～4スイッチング・サイクルを要しますが、出力が
直線的に低下するのは最初のサイクルのみです。出力の垂下
（VDROOP）は通常、最初のサイクルの直線的な電圧低下の
約2～4倍です。ただし、この動きは補償部品の値に依存して
変化することがあります。したがって、およそ以下の出力コンデ
ンサのサイズを出発点に検討を開始することを推奨します。

 COUT ≈
3.5 • ΔIOUT

fSW • VDROOP

これは近似式であり、デューティ・サイクルや負荷ステップの要
件によっては、更に大きな容量が必要になる場合があります。

ほとんどのアプリケーションでは、電源インピーダンスが非常
に小さいため、入力コンデンサは単に高周波をバイパスするた
めに必要とされます。

出力電圧のプログラミング
ほとんどのアプリケーションでは、VOUTがVFBに直接接続さ
れます。この場合、出力電圧はVDDQINピンの電圧の半分に
なります。

 VOUT =
VDDQIN

2

出力との関係をこれとは異なるものに設定する必要がある場
合、VOUTとVFBの間に外部抵抗分割器が使用できます。こ
の場合の出力電圧は、次式に従って設定されます。

 VOUT =
VDDQIN

2
• 1+

R2
R1

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

内部補償と外部補償

レギュレータのループ応答は、負荷電流の過渡応答を測定す
ることで確認できます。スイッチング・レギュレータはDC負荷
電流ステップに対して応答するのに数サイクルを要します。負
荷ステップが発生すると、VOUTは∆ILOAD • ESRだけ変動し
ます。ここで、ESRはCOUTの等価直列抵抗です。∆ILOADは
COUTの充放電も開始し、これが帰還誤差信号を発生するこ
とで、レギュレータを電流変化に適応させ、VOUTを定常値に
回復させます。この回復期間にVOUTをモニタして、過度のオー
バーシュートやリンギングが発生していなければ、ループの安
定性に問題がないことを確認できます。デバイスに用意されて
いるITHピンにより、広い範囲の出力容量に対して過渡応答
を最適化できます。

図1でITHに接続されている外部部品（RCとCC）は、ほとんど
のアプリケーションで適切な補償動作が得られるため、検討
の出発点として使用できます。PCBの最終レイアウトが完了し、
出力コンデンサの種類と容量値が具体的に決定したら、これ
らの値を多少変更して過渡応答を最適化できます。出力コン
デンサのさまざまな種類と値によってループの利得と位相が
決まるので、まず出力コンデンサを選択する必要があります。
ループの利得はRCを大きくすると増加し、ループの帯域幅は
CCを小さくすると広くなります。CCを減少させるのと同じ比率
でRCを増加させればゼロ周波数が変化しないので、最も重
要な周波数範囲での帰還ループの位相シフトを一定に保つ
ことができます。出力電圧のセトリング特性は、閉ループ・シス
テムの安定性に関係します。外部コンデンサCC1（図1）はルー
プの安定化には必要ありませんが、そのノードに結合してい
る可能性のある高周波ノイズを除去するのに役立ちます。

LTC3617

VFB

VOUT

SGND

R1

3617 F03

R2

図3．出力電圧の設定
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標準的応用例に示した最初の回路では、ステップ応答を改善
するために、より高速の補償回路を使用しています。

しかし待ってください。大容量の（>1µF）電源バイパス・コンデ
ンサが接続されている負荷のスイッチが入れられると、更に
大きな過渡が発生します。放電しきったバイパス・コンデンサ
が実質的にCOUTと並列接続状態になるため、VOUTが急激
に低下します。負荷スイッチの抵抗が小さく、かつ短時間で駆
動されると、どのようなレギュレータでも出力電圧の急激なス
テップ変化を防止できるほど素早く電流供給を変えることは
できません。デューティ・サイクルと負荷ステップの要件によっ
ては、更に大きな出力容量が必要になる場合があります。

内部補償
LTC3617には固定内部ループ補償ネットワークを使用するオ
プションがあり、所要の外部部品点数と設計時間を削減でき
ます。この内部ループ補償ネットワークは、ITHピンをSVINに

接続することで選択できます。ただし、内部補償を選択すると、
0Vへのトラッキングダウン時に出力電圧が不安定になる場合
があります。

シャットダウンとソフトスタート
RUNピンを使ってLTC3617をシャットダウンできます。RUN

ピンをSGNDに接続すると、レギュレータは低消費電流 

（IQ < 1µA）のシャットダウン状態になります。

RUNピンをHighに引き上げると、VTTRピン電圧を約
850mV/msというゆっくりとした速度でランプアップする内部
ソフトスタート機能を使用してレギュレータをイネーブルでき
ます。このスタートアップでは、VTTRピンの電圧が約0.45V

を超えるまでレギュレータが不連続モードで動作します。

RUNピンをLowに引き下げた場合、レギュレータは両方のパ
ワーMOSFETを遮断する前に、インダクタのピーク電流を強
制的に0A近辺まで放電させます。

出力パワーグッド
LTC3617のPGOOD出力は、17Ω（標準値）のオープン・ド
レインのプルダウンMOSFETによって駆動されます。この
MOSFETは、スタートアップから3ms～4ms後、および出力電
圧が0.5 • VDDQINの5%（標準値）以内になるとターンオフし
ます。これによってPGOODの電圧は外部プルアップ抵抗（標
準値100k）を介して上昇します。出力電圧がレギュレーション・
ウィンドウである0.5 • VDDQINの8%（標準値）の範囲を外れ
るか、VTTRピンが0.45Vを下回ると、オープン・ドレイン出力
はLowに引き下げられ、PGOODピン電圧が低下します。過
渡状態またはVOUTが動的に変化している間にPGOODに無
用なグリッチが生ずることのないように、LTC3617のPGOOD

の立ち下がりエッジには、約105μsのフィルタ時間が設定され
ています。

効率に関する検討事項
スイッチング・レギュレータの効率は「出力電力÷入力電力×
100%」で表されます。個々の損失を解析して、効率を制限す
る要素がどれであり、また何が変化すれば最も効率が改善さ
れるかを判断できる場合がよくあります。効率は次式で表すこ
とができます。

 効率 = 100% – （L1＋L2＋L3＋...）

ここで、L1、L2などは入力電力に対するパーセンテージで表
した個々の損失です。

アプリケーション情報

図5．負荷ステップ過渡（内部補償）

図4．負荷ステップ過渡（外部補償）

VOUT
50mV/DIV

IL
2A/DIV

40µs/DIV 3617 F04VIN = 3.3V
VOUT = 1.25V
ILOAD = 100mA TO 3A
COMPENSATION FIGURE 1

VOUT
50mV/DIV

IL
2A/DIV

40µs/DIV 3617 F05VIN = 3.3V
VOUT = 1.25V
ILOAD = 100mA TO 3A
VITH = 3.3V
OUTPUT CAPACITOR VALUE FIGURE 1
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回路内の電力を消費する全ての要素で損失が生じますが、損
失の大部分は2つの主な損失要因によって生じます。VINの
消費電流による損失とI2R損失です。非常に低い負荷電流で
はVINの消費電流による損失が効率の損失を支配するのに
対して、中程度から高い負荷電流ではI2R損失が効率の損失
を支配します。標準的な効率曲線では、非常に低い負荷電流
での効率曲線は誤解を与えかねません。というのは、実際の
電力損失は通常大したことはないからです。

1. VINの消費電流は2つの要素からなります。「電気的特性」
で与えられているDCバイアス電流および内部のメイン・ス
イッチと同期スイッチのゲート充電電流です。内部パワー
MOSFETスイッチのゲート容量をスイッチングすると、ゲー
ト充電電流が流れます。ゲートが“L”から“H”、そして再び
“L”に切り替わるたびに、VINからグランドに微小電荷dQ

が移動します。したがって、dQ/dtはゲート充電によりVIN

に流入する電流であり、一般にDCバイアス電流より大き
くなります。DCバイアス損失とゲート電荷損失は両方とも
VINに比例するので、それらの影響は電源電圧が高くなる
と顕著になります。

2. I2R損失は内部スイッチの抵抗RSWと外部インダクタの抵
抗RLから計算されます。連続モードでは、インダクタLを
流れる平均出力電流は、メイン・スイッチと同期スイッチ
の間で「こま切れ」にされます。したがって、SWピンを見た
ときの直列抵抗は、次式のとおり、トップMOSFETとボト
ムMOSFETの両方のRDS(ON)およびデューティ・サイクル
（DC）の関数になります。

  RSW = (RDS(ON)TOP)(DC) + (RDS(ON)BOT)(1 – DC)

 トップMOSFETとボトムMOSFETのRDS(ON)は、いずれも
「標準的性能特性」の曲線から求めることができます。I2R

損失を求めるには、単にRSWをRLに加え、その結果に平
均出力電流の2乗を掛けます。

 CINやCOUTのESRによる損失やインダクタのコア損失など、
その他の損失は、一般に全損失の2%以下に過ぎません。

熱に関する検討事項
LTC3617は効率が高いため、ほとんどのアプリケーションで
大きな発熱はありません。

アプリケーション情報
ただし、LTC3617が、高い周囲温度、（ドロップアウトの場合の
ように）低い電源電圧、高いデューティ・サイクルで動作する
高電流アプリケーションでは、放熱がデバイスの最大接合部
温度を超えることがあります。接合部温度が約160ºCに達する
と、両方のパワースイッチがオフし、SWノードが高インピーダ
ンスになります。

LTC3617が最大接合部温度を超えるのを防ぐには、若干の
熱解析が必要です。温度上昇は次式で与えられます。

 TRISE = (PD) • (θJA)

ここで、PDはレギュレータの電力損失、θJAはダイの接合部か
ら周囲温度への熱抵抗です。接合部温度TJは次式で与えら
れます。

 TJ = TA＋TRISE

ここで、TAは周囲温度です。

一例として、LTC3617をVIN = 3.3V、IOUT = 6A、f = 1MHz、
VOUT = 1.25VのDDRアプリケーションで使用する場合につ
いて検討します。パワーMOSFETの等価抵抗RSWは次のよう
になります。

 

RSW =RDS(ON)TOP •
VOUT
VIN

+RDS(ON)BOT • 1–
VOUT
VIN

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

= 35mΩ •
1.25
3.3

+25mΩ • 1–
1.25
3.3

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ = 28.79mΩ

無負荷の1MHz動作時のVIN電流は約22mAであり、これに
はスイッチング損失と内部バイアス電流損失、遷移損失、イン
ダクタのコア損失、アプリケーション内の他の損失が含まれま
す。したがって、デバイスによる総電力損失は次のとおりです。

 PD = IOUT
2 • RSW＋VIN • IVIN （無負荷時） 

  = 36A2 • 28.79mΩ＋3.3V • 22mA = 1.11W

QFN 3mm×5mmパッケージの接合部から周囲温度への熱抵
抗θJAは、約43ºC/Wです。したがって、周囲温度25ºCで動作
するレギュレータの接合部温度は、およそ次の値になります。

 TJ = 1.11W • 43ºC/W＋25ºC = 73ºC
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この接合部温度は、25ºCにおけるRDS（ON）から計算したもの
であることに注意が必要です。この抵抗も温度とともに増加す
るため、接合部温度をより大きなRDS（ON）を使って再計算す
ることになります。73ºCではRSWが15%増加すると仮定して
再計算すると、新たな接合部温度は79ºCになります。したがっ
て、実際の接合部温度が絶対最大定格の125ºCを超えない
と安全に判断できます。

非常に低い入力電圧では、スイッチ抵抗（RDS（ON））が増加す
るので、接合部温度は更に高くなることに注意してください。
高い周囲温度および低い入力電圧で最大負荷電流を使うこ
とは推奨しません。

LTC3617の熱性能を最大にするには、露出パッドをグランド・
プレーンに半田付けする必要があります。「PCボードのレイア
ウトのチェックリスト」を参照してください。

設計例
設計例として、以下の仕様のアプリケーションにLTC3617を
使用する場合を考えます。

VIN = 2.5V、VOUT = 1.25V、IOUT(MAX) = 6A、 
IOUT(MIN) = 200mA、f = 2.6MHz です。

最初に、タイミング抵抗を計算します。

 RT =
3.8211Hz
2.6MHz

– 16k =130kΩ

次に、最大VINで約33%のリップル電流になるようにインダク
タ値を計算します。

 L =
1.25V

2.6MHz • 2A
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ • 1–

1.25V
2.5V

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ = 0.12µH

0.1µHの標準値のインダクタを使用すると、最大リップル電流
は以下のようになります。

 ΔIL =
1.25V

2.6MHz • 0.1µH
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ • 1–

1.25V
2.5V

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ = 2.4A

COUTは、出力電圧リップルの要件を満たすESRとループの
安定性に必要なバルク容量に基づいて選択します。この設計
では、X5RまたはX7R誘電体による100µFセラミック・コンデ
ンサを使用します。

次の最大電流定格を満たせるようにCINを選択します。

 IRMS = 6A •
1.25V
2.5V

•
2.5V

1.25V
– 1⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ = 3ARMS

ほとんどのアプリケーションでは、PVINは10μF～22µFコンデ
ンサを4個使用してデカップリングすれば十分です。VFBピン
を直接VOUTピンに接続すると、出力電圧はVDDQINピンの
半分になります。この設計例の全回路を図1に示します。

PCボードのレイアウトのチェックリスト
プリント回路基板をレイアウトするときには、以下のチェックリ
ストを使用してLTC3617が正しく動作するようにします。

1.  グランド・プレーンの使用を推奨します。グランド・プレーン
層を使用しない場合は、信号グランドと電源グランドを分
離し、小信号用部品は1点でSGNDピンに戻し、この1点
をLTC3617の近くでPGNDピンに接続します。

2.  入力コンデンサ（CIN）の（＋）端子はPVINピンにできるだけ
近づけ、（–）端子は露出パッド（PGND）にできるだけ近づ
けて接続します。このコンデンサは内部パワーMOSFETに
AC電流を供給します。

3.  スイッチング・ノードSWは、ノイズに敏感な小信号ノード
の全てから離します。

4.  全ての層の全ての未使用領域を銅で覆います。銅で覆
うことにより、電力部品の温度上昇を抑えることがで
きます。最高の性能を得るには、この銅領域をPGND 

（露出パッド）に接続します。

5.  VFBピンをVOUTピンに直接接続します。

アプリケーション情報
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標準的応用例

1.25V、±6AのDDRメモリ終端電源（2.25MHz）

RUN
VDDQIN
RT

PGOOD
ITH

PGOOD SGND
PGND

VIN
2.5V TO 5.5V

VDDQ
2.5V

VTTR
SVIN

LTC3617
SW

PVIN

CF
1µF

RF
24Ω

L1
0.15µH

3617 TA02a

SYNC VFB

CO2
100µF

CC1
10pF

CIN
22µF
×4

CC
470pF

VTT
1.25V
±6A

CO1
0.1µF

VREF
1.25V
±10mA

R1
100k

L1: VISHAY IHLP-2525CZ-01 150nH

RC
20k

効率と負荷電流 負荷ステップ応答

LOAD CURRENT (A)

30

EF
FI

CI
EN

CY
 (%

)

90

100

20

10

80

50

70

60

40

3617 TA02b

0
0.1 1 10

VIN = 2.5V
VIN = 3.3V
VIN = 5V

VTT
50mV/DIV

IL
4A/DIV

40µs/DIV 3617 TA02cVIN = 3.3V
VTT = 1.25V
ILOAD = 100mA TO 6A
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標準的応用例

0.75V、±6AのDDR終端（1MHz外部クロック使用）

外部スタートアップ 出力トラッキングアップ /トラッキングダウン

RUN
VDDQIN
RT

PGOOD
ITH

PGOOD SGND
PGND

VIN
2.5V TO 5.5V

VDDQ
1.5V

VTTR
SVIN

LTC3617
SW

1MHz CLOCK

PVIN

CF
1µF

RF
24Ω

L1
0.33µH

3617 TA03a

SYNC VFB

CO2
100µF

CC1
10pF

CIN
22µF
×4

CC
1.5nF

VTT
0.75V
±6A

CO1
0.1µF

VREF
0.75V
±10mA

R2
100k

R1
365k

L1: VISHAY IHLP-2525CZ-01 330nH

RC
6k

500mV/DIV

2ms/DIV 3617 TA03b

VDDQ

VREF/VTT

500mV/DIV

4ms/DIV 3617 TA03c

VDDQ

VREF/VTT

パッケージ

3.00 ± 0.10 1.50 REF

5.00 ± 0.10

4. パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない
    モールドのバリは（もしあれば）各サイドで 0.15mmを超えないこと
5. 露出パッドは半田メッキとする
6. 網掛けの部分はパッケージの上面と底面のピン 1の位置の参考に過ぎない

NOTE:
1. 図は JEDECのパッケージ外形ではない
2. 図は実寸とは異なる
3. 全ての寸法はミリメートル

ピン 1の
トップ・
マーキング
（NOTE 6）

0.40 ± 0.10

23 24

1

2

底面図―露出パッド

3.50 REF

0.75 ± 0.05

R = 0.115
TYP

ピン 1のノッチ
R = 0.20または
0.25×45°の面取り

0.25 ± 0.05

0.50 BSC

0.200 REF

0.00 – 0.05

(UDD24) QFN 0808 REV Ø

推奨する半田パッドのピッチと寸法
半田付けされない領域には半田マスクを使用する

0.70 ±0.05

0.25 ±0.05

3.50 REF

4.10 ± 0.05
5.50 ± 0.05

1.50 REF

2.10 ± 0.05
3.50 ± 0.05

パッケージの外形

R = 0.05 TYP

1.65 ± 0.10

3.65 ± 0.10

1.65 ± 0.05

3.65 ± 0.05

0.50 BSC

UDDパッケージ
24ピン・プラスチックQFN （3mm×5mm）
（Reference LTC DWG # 05-08-1833 Rev Ø）



LTC3617

19
3617fa

リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は 
一切負いません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料は 
あくまでも参考資料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。

改訂履歴

REV 日付 概要 ページ番号
A 7/11 「メイン制御ループ」セクションを更新

「出力パワーグッド」セクションを更新
「標準的応用例」とグラフの目盛りを更新

9
14

18、20
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関連製品

標準的応用例
DDR2終端（1MHz） 外部スタートアップ

製品番号 説明 注釈
LTC3616 5.5V、6A（IOUT）、4MHz同期整流式降圧DC/DCコンバータ 効率95%、VIN(MIN) = 2.25V、VIN(MAX) = 5.5V、VOUT(MIN) = 0.6V、 

IQ = 70µA、ISD < 1µA、3mm×5mm QFN24 パッケージ
LTC3612 5.5V、3A（IOUT）、4MHz同期整流式降圧DC/DCコンバータ 効率95%、VIN(MIN) = 2.25V、VIN(MAX) = 5.5V、VOUT(MIN) = 0.6V、 

IQ = 70µA、ISD < 1µA、3mm×4mm QFN-20 TSSOP20E パッケージ
LTC3418 5.5V、8A（IOUT）、4MHz同期整流式降圧DC/DCコンバータ 効率95%、VIN(MIN) = 2.25V、VIN(MAX) = 5.5V、VOUT(MIN) = 0.8V、 

IQ = 380µA、ISD < 1µA、5mm×7mm QFN-38 パッケージ
LTC3415 5.5V、7A（IOUT）、1.5MHz同期整流式降圧DC/DCコンバータ 効率95%、VIN(MIN) = 2.5V、VIN(MAX) = 5.5V、VOUT(MIN) = 0.6V、 

IQ = 450µA、ISD < 1µA、5mm×7mm QFN-38 パッケージ
LTC3416 5.5V、4A（IOUT）、4MHz同期整流式降圧DC/DCコンバータ 効率95%、VIN(MIN) = 2.25V、VIN(MAX) = 5.5V、VOUT(MIN) = 0.8V、 

IQ = 64µA、ISD < 1µA、TSSOP20E パッケージ
LTC3413 5.5V、3A（IOUTシンク/ソース）、2MHzモノリシック同期整

流式レギュレータ（DDR/QDRメモリ終端用）
効率90%、VIN(MIN) = 2.25V、VIN(MAX) = 5.5V、VOUT(MIN) = VREF/2、 
IQ = 280µA、ISD <1µA、TSSOP16E パッケージ

LTC3412A 5.5V、2.5A（IOUT）、4MHz同期整流式降圧DC/DCコン
バータ

効率95%、VIN(MIN) = 2.5V、VIN(MAX) = 5.5V、VOUT(MIN) = 0.8V、 
IQ = 60µA、ISD < 1µA、4mm×4mm QFN-16 TSSOP16E パッケージ

RUN
VDDQIN
RT

PGOOD
ITH

PGOOD SGND
PGND

VIN
2.25V TO 5.5V

VDDQ
1.8V

VTTR
SVIN

LTC3617
SW

PVIN

L1
0.33µH

3617 TA04a

SYNC VFB

100µF 47µF

CC1
10pF

22µF
×4

CC
2.2nF

VTT
0.9V
±6A

0.1µF

VREF
0.9V
±10mA

R2
100k

R1
365k

L1: COILCRAFT D03316T

RC
6k

500mV/DIV

400µs/DIV 3617 TA04b

VDDQ

VREF/VTT
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